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I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0223U004741

Державний реєстраційний номер: 0120U104809

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-11-2023

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 4
Назва етапу: Нанесення плівок сполук Cu2ZnSn(SxSe1-x)4, SnS та визначення оптимальних умов їх
одержання. Двошарові та багатошарові структури на основі оксидних та багатокомпонентних сполук.
Двошарові та багатошарові структури на основі оксидних та багатокомпонентних сполук. Створення
прототипів функціональних елементів гнучкої електроніки на основі розроблених та оптимізованих
гетеропереходів

Початок етапу: 05.2023

Закінчення етапу: 11.2023

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний
університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007,
Україна

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380542334058



IV. Відомості про співвиконавців ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417302

Місцезнаходження: проспект Науки, буд. 46, м. Київ, 03680, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380445251220

Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний фонд
досліджень України

Код за ЄДРПОУ: 42734019

Місцезнаходження: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380442981622

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201300

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 3625.200



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Перспективні напівпровідникові наноматеріали для потреб гнучкої електроніки: синтез, розробка методів
друку та оптимізація їх структурних, оптичних і фотоелектричних властивостей

Назва роботи англійською:
Promising semiconductor nanomaterials for flexible electronics: synthesis, development of printing methods and
optimization of structural, optiсal and photoelectric properties

Реферат українською:
Метою проекту було створення матеріалознавчих і фізико-технологічних основ одержання нових
перспективних напівпровідникових наноматеріалів, плівок і гетероструктур на їх основі з контрольованими
та наперед заданими електричними, оптичними і структурними властивостями шляхом друку, придатних
для використання в гнучкій електроніці, опто- і мікроелектроніці, сенсориці та геліоенергетиці

Реферат англійською:
The aim of the project was the development of physical and material science foundations for obtaining promising
semiconductor nanomaterials, thin films as well as heterostructures based on them with controlled and defined
structural and electronic properties by printing, suitable for use in flexible electronics, opto- and microelectronics,
sensors and solar energy

Індекс УДК: 621.315.592, 538.9 , 538.975

Коди тематичних рубрик: 47.09.29, 29.19.03

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Опанасюк Анатолій Сергійович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Безвакуумна методика отримання напівпровідникових наноматеріалів, плівок
і гетероструктур з контрольованими оптичними та електрофізичними властивостями

Назва НТП англійською: Vacuum-free method for obtaining semiconductor nanomaterials, films and
heterostructures with controlled optical and electrophysical properties

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Матеріали, Методи, теорії, Методичні документи

Галузь застосування: сонячна енергетика

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Методики одержання перспективних напівпровідникових наноматеріалів СuО, ZnO, NiO,
Cu2ZnSn(SxSe1-x)4, SnS в результаті синтезу наночастинок із використанням колоїдно-поліольного методу,
створення наночорнил шляхом їх диспергування в екологічно безпечних розчинниках та осадження
наноструктурованих плівок методом друку з використанням 2D і 3D принтерів. Отримані наноматеріали
можна використовувати для створення приладів гнучкої електроніки, оптоелектроніки та геліоенергетики

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту, Поліпшення стану
навколишнього середовища, Економія енергоресурсів, Економія матеріалів

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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